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Mitsubishi Electric lanzard un GaN-HEMT MMIC en la banda Ka para

estaciones terrestres de comunicacién por satélite
Su elevada potencia de salida y baja distorsion ayudaran a reducir el tamafio de las estaciones

terrestres de comunicacion por satélite

TOKYO, 4 de octubre de 2017— Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha anunciado hoy el
lanzamiento de un amplificador para circuitos monoliticos integrados de microondas (MMIC) de transistores
de alta movilidad de electrones (HEMT) de nitruro de galio (GaN) de 8 W en la banda Ka (26—40 GHz) para

su utilizacién en estaciones terrestres de comunicacion por satélite. EI nuevo MGFG5H3001, con una baja

distorsién y una clasificacion de potencia de salida de 8 W de primer nivel, ayudara a reducir las
dimensiones de los transmisores de potencia gracias a su pequefio tamafio. Mitsubishi Electric comenzara a

enviar muestras el 1 de noviembre.

GaN-HEMT MMIC en la banda Ka (MGFG5H3001)
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Las redes por satélite, utilizadas para establecer comunicaciones de alta velocidad en caso de desastres

naturales y en zonas en las que es dificil construir redes en tierra, se suelen implantar principalmente en las

bandas C (4-8 GHz) y Ku (12-18 GHz), pero cada vez mas se utilizan bandas de frecuencias mas altas. Por

otro lado, cada vez es mayor la demanda en el mercado de implantaciones en la banda Ka, también de

elevada frecuencia. El nuevo GaN-HEMT MMIC en la banda Ka de Mitsubishi Electric ayudara a satisfacer

la creciente demanda de implantaciones en frecuencias méas altas y facilitara, ademas, el desarrollo de

equipos de comunicacion por satélite que puedan ofrecer mayor eficiencia y potencia de salida.

Caracteristicas del producto

1) Su potencia de salida de primer nivel contribuye a reducir el tamafio

- La configuracién optimizada del transistor proporciona una potencia de salida de 8 W de primer nivel

- Un dnico chip integra los circuitos de transistores amplificadores, circuitos emparejados y un

linealizador que reduce la distorsion

- La disminucion del nimero de piezas ayudara a reducir el tamafio de los transmisores utilizados en

estaciones terrestres de comunicacion por satélite

2) Reduccion de distorsion de primer nivel para una elevada integridad de sefial y reduccion de tamafio

- Laintegracion del linealizador permite la baja distorsion en transmisores de potencia

- La elevada integridad de la sefial y la menor necesidad de contar con un linealizador externo

permiten reducir el tamafio de los transmisores utilizados en estaciones terrestres de comunicacion

por satélite

3) Facilitara la provision de los nuevos equipos para estaciones de comunicacion por satélite para

satisfacer una mayor gama de demandas

- Se espera que sea la opcién preferida para los nuevos equipos en la banda Ka y para mejorar los

equipos existentes en la banda Ku para instalaciones en gamas de frecuencia mas diversas

Programa de ventas

Frecuencia

27,5-31,0 GHz (banda Ka)

Potencia de salida en
estado de saturacion

Pout (Typ.)

8W

Ganancia lineal

Glp (Typ.)

15,0dB
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Descripcion general
Potencia de
Producto Aplicacion Modelo . salida en Ganancia Envio
Frecuencia .
estado de lineal
saturacion
Estaciones
GaN-HEMT 1de
MMIC en la terrest_res Fi,e MGFG5H3001 27,5-31,0 39,0 dBm 15,0 dB |noviembre de
comunicacion GHz 8W)
banda Ka ha 2017
por satélite
Especificaciones principales
Simbolo MGFG5H3001
Tensién drenador-fuente VDS 24V




Gama de HEMT de GaN revisada (modelo nuevo en negrita)

_ Potencia de salldq en estado Ganancia lineal

Frecuencia Modelo de saturacion

[W] [dB]

Banda Ka | MGFG5H3001 8 15,0

MGFG5H1503 20 20,0

MGFK47G3745A 50 8,0

Banda Ku | MGFK48G3745 70 10,0

MGFK49G3745 80 7,5

MGFK50G3745 100 10,0

Conciencia medioambiental
El producto cumple con la Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilizacion de determinadas

sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrénicos (RoHS en inglés).

Nota: El desarrollo de este producto ha contado con el apoyo parcial de la organizacidn para el desarrollo de energias nuevas y
tecnologias industriales (NEDO) de Japdn.

Hi#

Acerca de Mitsubishi Electric Corporation

Con mas de 90 afios de experiencia en la provisién de productos fiables y de alta calidad, Mitsubishi Electric
Corporation (TOKIO: 6503) es un lider mundial reconocido en la fabricacién, comercializacion y venta de
equipos eléctricos y electrdnicos utilizados en el procesamiento de la informacién y las comunicaciones, en
el desarrollo espacial y las comunicaciones por satélite, en los aparatos electrénicos de consumo, en la
tecnologia industrial, en la energia, en el transporte y en los equipos de construccion. Aprovechando el
espiritu de su declaracion corporativa "Changes for the Better" y su declaracion medioambiental "Eco
Changes", Mitsubishi Electric se esfuerza por ser una empresa internacional comprometida con el medio
ambiente lider y por enriquecer la sociedad con la tecnologia. La empresa registré ventas de grupo
consolidadas de 4238,6 mil millones de yenes (unos 37,8 mil millones de dolares estadounidenses*) en el
ejercicio fiscal que termind el 31 de marzo de 2017. Para obtener mas informacion, visite:
http://www.MitsubishiElectric.com

*Tipo de cambio de 112 yenes por délar estadounidense, tipo concedido por el Mercado de divisas de Tokio
el 31 de marzo de 2017
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